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※研究概要（Summary ）： 

石英系光集積回路の高機能化、小型化、低コスト化

のためにコアとクラッドの屈折率差Δを高める必要

がある。本研究ではこれまでと比較してΔを大幅に高

めた超高Δコアの成膜、および超高Δコアの微細加工

技術の開発を実施する。 

 

※実験（Experimental）： 

利用装置 

・芝浦スパッタ装置 芝浦メカトロニクス CFS-4ESII 

・AL-RIE 装置 芝浦エレテック HIRRIE-100 

 

実験内容 

・SiO2にガラスの屈折率を高めるためのドーパントを

添加した混合ターゲットを用いて、超高Δガラス膜を

スパッタにより成膜 

 

・Cl 系プロセスガスを使用した超高Δガラス膜のドラ

イエッチング 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

・混合ターゲットによるスパッタ成膜で、従来のガラ

ス膜と比較して屈折率の高い超高Δガラス膜の成膜

が実現した。スパッタ時の RF 電源の出力、チャンバ

ー内の圧力を最適化する事により、成膜時に生じる欠

陥生成を抑制できる事が分かった。 

 

・Cl 系プロセスガスを使用した超高Δガラス膜のドラ

イエッチングにおいて、SiO2成分のエッチングに効果

的な F 系プロセスガスと、ドーパント成分のエッチング

に効果的な Cl 系プロセスガスのバランスが重要である

ことが明らかになった。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

コア成膜： 

成膜条件の最適化による欠陥抑制、および光伝搬損損失

の低減。さらなる高Δ化。 

 

ドライエッチング： 

ECR、ICP プラズマエッチング装置による超高Δガラス

のエッチング検討。 

 


